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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi rIGA muka
surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaarini.

Jawab kesemua UMA soalan. Kesemuanya wajib dijawab dalam Bahasa
Malaysia.

k = 1.38 x lO-zs J/K
= 8.62 x lO-5 eV /K

e = 1.60x lo-tgC
Irle = 9.ll x lO-3I kg
tt" = 4n x lO-z H/m
€o = 8.85 x lo-ra F/cm

= 8.85 x lo-r2 F/cm
h = 6.625 x 1O-3a J-s

= 4.135 x lO-ts eV s
c = 2.998 x lOro cm/s

l. (a) Tunjukkan bahawa pzrras Fermi melalui dua bahan yang
bersentuhan pada keseimbangan adalah konstan.

(50/1ss1

Perhitungkan ketaktentuan bagi keadaan tenaga 3kr di atas
pzrras Fermi En untuk dipenuhi oleh satu eleldron.

(25/ rOO)

Anggapkan paras tenaga Fermi bagi sesuatu bahan ialah
6.25 ev dan elektron dalam bahan mengikuti fungsi taburan
Fermi-Dirac. Perhitungkan suhu apabila terdapat lo/o
ketaktentuan suatu keadaan 0.3 ev di bawah pa.ras tenaga
Fermi tidak akan mengandungi satu elektron.

(25l100)
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Jelaskan dengan terperinci satu proses untuk menghasilkan
silikon berhablur tunggal.

(50/100)

Pada suhu T = 3OO'K silikon mengandungi kepekatan
bendasing Na - lQ16 sm-3. Tentukan kepekatan bagi atom-
atom bendasing penderma yang mesti ditambah supaya silikon
ialah jenis n dan tenaga Fermi ialah 0.2 eV dibawah pinggir
jalur konduksi.

(50/1OO)

Pertimbangkan suatu simpang pn silikon pada 300 K yang
mana ketumpatan pendopan ialah Na = I x lOts cm-s dan
Nd = I x 1Or5 cm-3. Anggapkan 1i = 1.5 x loro cm-3.
Perhitungkan keupayaan sawar terbina bagi simpang ini.

(3OlIOo)

Perhitungkan lebar cas ruang dan medan elelrtrik bagi
simpang pn yang terdop dengan ketumpatan pendopan
Na = 1016 cm-3 dan Nd - 1Ol5 

"*-s 
pada suhu T = 3OO.K.

(3O/lOo)

Perhitungkan juga puncak medan elektrik pada simpang pada
bahagian (b).

(4Ol lOO)

Apakah yang dimaksudkan dengan perhubungan Einstein?

(3Ol loO)

Tentukan koefisien resapan jika kelincatran bagi pembawa
tertentu idah 1OO0 cm2lv-sec pada T = 300'K.

(30/rOO)

Perhitungkan ketinggian sawar dan keupayaan sawar terbina
bagi diod logam-semikonduktor untuk pincangan sifar.
Perlimbangkan sentuhan diantara tungsten dan jenis n silikon
Nd = 1016 cm-s pada suhu T = 3OO"K. Fungsi kerja bagi
tungsten ialah 4.55 volts dan cita elektron iatah 4.Ol volts.

(40l loO)
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5. (a) Perhitungkan ketumpatan a-rus tepu songsang unggul bagi
simpang pn silikon pada suhu T = Boo K. pertimbangkan
parameter-parameter berikut bagi simpang silikon pn tersebut

Na = Nd = 1016 cm-3 1.ri = 1.5 x loto cm-3
Dn = 25 cm2/sec tpo = Tno = 5 x 1O-7 sec
Dp = 1O cm2/sec er = LL.T

(50/to0)

h) Jelaskan operasi asas bagi suatu transistor npn.
(50/100)
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